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(54) СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ
(57) Изобретение относится к сплавам
на основе алюминия* гредназчачештым
для использования в микроэлектронике
в качестве материалов штьфей преобра-
зователей устройств на поверхностно-
акустических волнах. Цель изобрете-

Изобретекие относится к металлур-
гии сплавов на основе алюминия, пред-
назначенных для использования в мик-
роэлектронике в качестве материала
штырей преобразователей устройств на
поверхностно-акустических волнах.

Цель изобретение - уменьшение'ко-
эффициента затухания поверхностной
волны ч і'р.епьио-'С поверхностного с о -
противления при сохранекий требуемой
адгезии штырей преобразователей к
подложке.

В табл. 1 указан химический с о с -
тав опробованных композиций предло-
женного и известного сапавов. •

Количественное содержание компо-
нентов в предложенном сплапе выбрано
Ї-ІСХОДЯ из следующих соображений.
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ния - уменьшение коэффициента затухя-
ння поверхностной волны и удельного
поверхностного сопротивления при со-
хранении требуемой величины адгезии
штгрей преобразователей к. подложке,,
достигается дополнительным содержа-
нием кислорода. Сплав на основе алю-
миния содержит, мяс.%: медь 1,1-3,0;
маггчй 0,11-0,15; кислород 0..001-
0.0015; алюминий остальное. Штнри пре-
образователей устройств на поверх-
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постно-акустических золнах, выпол-
ненные из данного сплаве р ИМІ,ЮТ коэф-
фициент затухания поверхностной вол-
ны 8-Ю дБ и удельное поверхностное
сопротивление Q

s
4-0,5 Ом/кВ при адге-" а

зни штырей к подложке, оавиой 200-
300 кг/сн

2
.

Медь в количестве 1,1-3,0 мас=%
существенно уменьшает величину аерна
и шероховатость алюминиевой пленки,
приводящей к уменьшению коэффициен-
та затухания поверхностной волны.

Магний в количестве 0 ,11-
0,15 мас.% позволяет получать mieHKHv'
с требуемой величиной адгезял к под-

ложке j, так как при термическом испа-
рении навески сплава в вакууме яркпо-
аерхностиая зона пленкк обогащается
слоем маппія, обеспечиваїощим химнчес-

ікое соединение с подложкой.

Кислород в количестве OjOOl" '
0,0015 мас.% обеспечивает значитель-
ное снижение удельного поверхностного
сопротивления п'гырей преобразователей,
устройств ка поверхностно-акусткчес-
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ких волнах. При содержании магния:, ме-
ди и кислорода соответственно более
0,15 мас.%, 3,0 мас.% и 090015 мас.%
.получаются пленки с высоким удельным с
сопротивлением, что приводит к сниже-
нию эффективности преобразования
штырей преобразователей устройств на
поверхностно-акустических волнах. При
содержании магния, меди и кислорода ю
соответственно менее 0^11 мас.%,
ї,1 мас.% її 0,,ООи мас.%,получаются
пленки с недостаточной адгезией к под-
ложке, значительной шероховатостью,
•что приводит к формированию штырей 15
преобразователей с неудовлетворитель-
ными электрофизическими характеристи-
ками и существенному возрастанию ко-
эффициента затухания поверхностной
волны в устройствах на поверхностно- 20
акустических волнах.

Из опробованных композиций предло-
женного, и известного сплавов изготов-
лены элементы устройств на поверхност-
но-акустических волнах в виде встреч™ 25
ио-штыревых преобразователен (ВШП),
последние содержали 50 пар нерасщеп-
леншлх электродов шириной 2 мкм.

Для получения ВРІЇІ устройств на ПАВ
ПЛЄХІКИ ИЗ опробованных композиций
предложенного инзвестного сплавов тол-
щиной 1000 А наносились из электрон-
ного 'испарителя на подложки яз ниоба-
та лития со скоростью конденсации
100 А/с на вакуумной установке УВН-
74П-3.

Конфигурация элементов ВІШ создава-
л а с ь методом фотолитографии с примене-
нием плазмохимического травления.

Толщина напыленной ялеяки измеря-
лась микроинтерферометром МИИ-П,
уделькое поверхностное сопротивление
В1Ш - потенциометром Р-363-2. Адгезия
пленки к подложке определялась мето-
дом прямого отрыва на разрывной маши-
не МР 05-1. Шероховатость пленочных
элементов ВШ измерялась на электрон-
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ном микроскопе ЭМВ-100БР. Коэффициент
затухания поверхностной волны опреде-
лялся на измерителе ХІ-АЗ.

Результаты испытаний приведены в
табл. 2.

Как видно из табл. 2, штыри преоб-'
разователей устройств па ПАВ, изготов-
ленные из предложенного сплава, обла--
'дают более низким коэффициентом
затухания поверхностной волны и удель-
ным поверхностным сопротивлением по
сравнению с известным сплавом, при
этом адгезия штырей преобразователей
к подложке практически не изменяется.

Технология выплавки предложение- -•
то сплава не изменяется по сравне-
нию с используемой для известного
сплава.

Таким образом, введение кислорода
в известный сплав на основе алюминия,
содержащий медь и магний, и выбор
оптимального процентного соотношения
компонентов в сплаве позволяет s 2-
3 раза уменьшить коэффициент затуха-
ния поверхностной волны и удельное
поверхностное сопротивление штырей
преобразователей устройств на ПАВ.

30 Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Сплав на основе алюминия преимуще-
ственно для устройств на поверхностно-
акустических волнах, содержавший медь
и магний, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что, с целью уменьшения коэффи-
циента затухания поверхностной волны
и удельного поверхностного сопротив-
ления при сохранении требуемой величи-
ны адгезии штырей преобразователей
к подложке, он дополнительно содержит
кислор-од при следующем соотношении
компонентов, масо%:

Медь
Магний
Кислороп;
Алюминий

1,1-3,0
0,11-0,15

0,001-0,0015
Остальное
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ї а б я ч ц і 1

Состав

Медь

Содержание компонентов, мас.%

Магний | Кислородт г Алюминий

1
2
3
4

(извест-
ный)

1
1.
3

1

и
,0

,5

0,11
0,13
0,15

0,13

0,0010
0,0012
0,0015

Остальное

—"—

Состав

-

Адгезия,
кг/см2

,

К-т
ния

затуха-
поверх-

ностиой вол-
ны, ДБ _.

Т а

Удельное
поверх-
ностное
сопротив-
ление,
Ом/кВ

5 ,і и ц а 2-

У'ерохова-
тость
пленки ВШЇЇ,

І

1
2
3
4

(извест-
ный)

200
250
300

240

8
to
10

25

0,40
0,45
0,50

t

0,80

120
150

" 150

250
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